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(54) Spodsob vytvorenia Struktiry PNP tranzistora

Vynélez rie§i spdsob vytvorenia Struktury
PNP tranzistora difuziou bazy vo vikuu a
difdziou emitora na zaklade medzioperacné-
ho merania elektrickych parametrov.

Pri vyrobe Struktary systémov pre tranzis-
tory sa zauzival postup, pri kterom sa difun-
duje bdza diftiziou v prude nosného plynu,
skladajlicou sa zo sytenia, zleptania dotova-
ného oxidu a v dalSom z rozdifundovania za
sucasnej Ciastolnej reoxidacie za ufelom zni-
Zenia koncentracie bazy. Do takto vytvore-
nej bazovej vrstvy sa difunduje emitorovia
vrstva, pri¢om pripadné odchylky od pozZa-
dovanych elektrickych parametrov sa zohlad-
nuju pri difuzii dalSich sidd zmenou podmie-
nok difazie emitora.

Tento postup neumoziiuje v pripade vyroby
narocnej$ich Struktur dosahovat dostato¢nu
homogenitu elektrickych parametrov medzi
jednotlivymi doskami jednej sady, ako aj
medzi sadami, z titulu zna¢nej nereproduko-
vatelnosti zniZovania koncentrdcie pri difu-
zii bazy, ako aj moZnosti reguldcie difuzie
emitora az dodatoéne, tj. aZ pre dalSie sady
na zéklade merania elektrickych parametrov
z predchadzajucich sad.

Podstatou vynédlezu je postup, nahradzujici
znatne nehomogénnu vysie opisanu difuziu
bazy difuziou bazy vo vékuu, ktorid je pod-
statne homogénnej§ia, na ktorti navizuje

dvojstupiiovd diftizia emitora, pri ktorej sa
v prvom stupni vytvori dotatni vrstva, kto-
rid sa Ciasto¢ne nadifunduje, a takto vytvo-
rené vrstvy sa namatkovo zmeraju na roz-
hodujlce elektrické parametre, a to najmé
zdverné napétie emitor — kolektor a na za-
klade vyhodnotenia tohoto merania sa uréi
v pripade potreby reZim dodifundovania v
pride nosného plynu. Uvedeny postup umoz-
Auje znacne zvysit homogenitu difdznych
cyklov, a tym zvysit vytagnost wyroby sys-
témov tranzistorov, ako aj ich montaZe.

Ako priklad spdsobu vyroby tranzistorovych
Struktir podla vynalezu je popisané vytvo-
renie difuznych vrstiev vysokofrekvenéného
PNP tranzistora, pri ktorom sa baza difun-
duje vékuovou difuziou fosforu poéas 6 hodin
a teplote 1150 °C, pri¢omn sa vytvori bazova
vrstva cca 3 mikrometre hlboka o povrcho-
vej koncentrécij 5.107—5.10" atémov/cm?, po
naslednom vytvorenf maskovacieho oxidu vo
vodnych pardch pocas 50 mindt a teplote
1050 °C a masky emitora v tomto oxide
sa vakuove difunduje bér za teploty 1100 °C
do 2/5 hlbky diftzie bazy, v daliom sa emi-
torova vrstva dodifunduje v pride kyslika
pri 1100 °C za das ureny s ohladom na
vysledky namatkového merania tranzistorov
po vakuovej diftzii béoru na parametre za-
verné napiitia bizy a emitora vodi kolektoru.



PREDMET VYNALEZU

Spodsob vytvorenia Struktury PNP tranzisto-
ra, vyznacujuci sa tym,

ze po vytvoreni bazovej diflznej vrstvy di-
fuziou fosforu, antimoénu, alebo arzénu vo va-
kuu a pripadnej reoxidacii -a maskovania sa

prevedie diftzia emitorovej vrstvy vakuovou
difuziou boru, v daldom sa zmeraju elektric-.
ké parametre vytvorenych tranzistorov a na
zéklade toholo merania sa vytvarana struk-
tara dedifunduje difiziou v prude nosného
plynu.
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